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Characterization of low loss structure in AlGaN UV-B lasar diode 
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UV-BレーザはDNAシーケンスなどのバイオ分野をはじめ多くの分野での応用が期待され半

導体レーザの実用化は非常に重要である。本研究グループでは、春季応用物理学会において、

閾値電流密度 66.7kA/cm2、波長 298nm での UV-B レーザの発振[1]およびレーザ構造における

VSLによる光学特性評価の有用性について報告した。本報告では、VSL評価で内部ロスの低い

素子の電流注入評価を行った結果について報告する。 

本報告で用いた構造を Fig.1に示す。本構造は、3次元成長することによって低転位化した n-

AlGaN上に下部ガイド層、2QWの活性層、上部ガイド層を成長させた。また、p-AlGaN層には、

2 段階組成傾斜層を用いた。本素子の電流注入評価を行う共振器長 2000µm で閾値電流密度 25 

kA/cm2、波長 298nmでのレーザ発振を室温で実現した[2]。この素子の光励起による VSL法で

測定した利得スペクトルを Fig2に示す。低い励起パワーで高い光学利得が得られていることが

確認され、内部ロスは数 cm-1 と見積もられ良好な共振器が形成されていることが確認された。 
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Fig. 1 UV-B LD structure Fig. 2 Net modal gain spectrum 
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